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摘要　通过研究蓝宝石衬底分子束外延（ＭＢＥ）生长ＧａＮ薄膜过程中原位椭偏光谱，发现常规蓝宝石衬底 ＭＢＥ生

长ＧａＮ薄膜的位错缺陷主要起源于缓冲层升温过程中应变能的释放程度。采用蓝宝石邻晶面衬底可有效地抑制

ＧａＮ外延层中螺旋位错缺陷的产生。结果表明，利用蓝宝石邻晶面衬底 ＭＢＥ生长ＧａＮ薄膜是抑制螺旋位错、改

善薄膜质量的有效途径。
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１　引　　言

目前，ＧａＮ半导体薄膜材料已成为研制高温、

高功率、高速短波长光电子器件和新型微电子器件

的重要材料，并已取得重大进展。但由于ＧａＮ外延

层与蓝宝石衬底之间的晶格常数和热膨胀系数失

配，致使在ＧａＮ单晶薄膜异质外延中，产生大量的

结构缺陷。特别是在分子束外延（ＭＢＥ）中，产生的

线位错密度高达１０８～１０
１０ｃｍ－２，引发多种表面结

构缺陷［１，２］。ＧａＮ单晶薄膜中的线位错缺陷形成的

散射中心影响发光器件的性能；螺旋型线位错在其

中心可形成纳米尺度的管道，这些纳米级的空洞对

接触金属、掺杂剂和其他杂质形成扩散通道，严重影

响器件的电学特性［３，４］。因此，减少ＧａＮ单晶薄膜

生长过程中产生的结构缺陷成为亟待解决的关键技

术问题。

ＭＢＥ是制备高质量 ＧａＮ 薄膜的重要技术之

一，特别是可原位监控生长过程，所制备的薄膜材料

可广泛应用于各种光电探测器和微电子器件。近几

年来，通过选择优化 ＭＢＥ生长速度与温度，特别是

在成功利用射频（ＲＦ）等离子体源和电子回旋共振

（ＥＣＲ）微波等离子体源辅助技术之后，制备的ＧａＮ

薄膜质量大幅提高，但样品的表面平整度远不及金
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属有机物气相外延（ＭＯＶＰＥ）技术生长的 ＧａＮ薄

膜［５］。理论分析认为，ＭＢＥ生长ＧａＮ过程中产生

的较高的位错密度是丘状螺旋生长的起源，而 Ｇａ

原子的扩散长度较短导致表面扩散受限，可能是较

高的位错密度产生的主要原因。采用衬底偏晶向法

形成单原子高度台阶的邻晶面，使薄膜生长实现台

阶流动（ＳＦ）模式，可抑制螺旋位错的出现得到平滑

表面的薄膜［６］。本文通过对比分析蓝宝石常规和邻

晶面衬底 ＭＢＥ生长 ＧａＮ 薄膜中在线原位椭偏

（ＳＥ）光谱，研究探讨了外延层中应变能释放过程和

位错缺陷生成机制。

２　ＧａＮ薄膜的原位ＳＥ光谱

２．１　椭偏光谱基本原理

电磁波在介质中传播时，相对介电常数代表介

质中分子的极化效应。对于离子键成分占３９％的

ＧａＮ半导体材料，ＧａＮ分子在极化过程中总是存在

损耗。电磁波在ＧａＮ材料中传播时，交变电场的作

用使ＧａＮ中正负离子相对于平衡位置发生位移，部

分电场能量转化为ＧａＮ晶体晶格振动能量。这种

极化过程存在的能量损耗通常用相对复介电常数来

描述，此时相对介电常数εｒ为虚数，可假定εｒ＝ε１＋

ｉε２，材料的基本光学常数折射率狀和消光系数犓 以

及相对介电常数的实部ε１ 和虚部ε２ 都是入射光波

长的函数，折射率和消光系数与复介电常数的函数

关系式为［７］

狀（λ）＝
ε１（λ）

２
＋ε２（λ）［ ］２ １／２

＋ε１（λ）｛ ｝２

１／２

，（１）

犓（λ）＝
ε１（λ）

２
＋ε２（λ）［ ］２ １／２

－ε１（λ）｛ ｝２

１／２

．（２）

　　光经过两种介质界面时的反射和透射光强与材

料的光学常数相联系。就反射光谱而言，只要不是

在正入射情况下测量，垂直于入射面偏振的电矢量

和平行于入射面偏振的电矢量其振幅反射系数不

同，具体可描述为

狉ｓ＝
ｃｏｓθ０－ 狀＋ｉ（ ）犓 ２

－ｓｉｎ
２
θ［ ］０

１／２

ｃｏｓθ０＋ 狀＋ｉ（ ）犓 ２
－ｓｉｎ

２［ ］θ
１／２
， （３）

狉ｐ＝
狀＋ｉ（ ）犓 ２ｃｏｓθ０－ 狀＋ｉ（ ）犓 ２

－ｓｉｎ
２
θ［ ］０

１／２

狀＋ｉ（ ）犓 ２ｃｏｓθ０＋ 狀＋ｉ（ ）犓 ２
－ｓｉｎ

２［ ］θ
１／２ ．

（４）

　　由此可见，对斜入射的偏振光，经介质表面反射

后其电矢量振幅和相位都会改变。对于椭圆偏振光

其反射光的振幅反射系数之比为［８］

狉ｐ
狉ｓ
＝ｔａｎψｅｘｐ（ｉΔ）， （５）

（５）式中ｔａｎψ为入射面内偏振的电矢量与垂直于

入射面内偏振的电矢量的相对振幅衰减，Δ为反射

引起的两个电矢量间的相位差。由（３）～（５）式计算

可得

狀２（λ）＝犓
２（λ）＋

ｓｉｎ２θ１＋ｔａｎ
２
θ
ｃｏｓ２（２ψ）－ｓｉｎ

２（２ψ）ｓｉｎ
２（２Δ）

１＋ｓｉｎ（２ψ）ｃｏｓ［ ］Δ｛ ｝２
，　

（６）

犓（λ）＝
ｓｉｎ２θｔａｎ

２
θｓｉｎ（４ψ）ｓｉｎΔ

２狀（λ）１＋ｓｉｎ（２ψ）ｃｏｓ［ ］Δ
２． （７）

　　由（６）式和（７）式可知，在某一波长的入射光实验

条件下，测出ψ，Δ和入射角θ就可求出该波长下材料

的折射率和消光系数。再由（１）式，（２）式即可得出被

测样品在相应波长的介电常数的实部ε１和虚部ε２。

２．２　ＧａＮ薄膜的外延生长和原位ＳＥ光谱分析

图１ 常规蓝宝石衬底 ＭＢＥＧａＮ薄膜生长过程的

ＳＥ〈ε１〉图谱

Ｆｉｇ．１ Ｉｎｓｉｔｕｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｉｃｅｌｌｉｐｓｏｍｅｔｒｙ （ＳＥ）〈ε１〉ｏｆ

ＧａＮｅｐｉｔａｘｉａｌｌａｙｅｒｇｒｏｗｎｏｎｓａｐｐｈｉｒｅｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ

　　　　　ｂｙｍｏｌｅｃｕｌａｒｂｅａｍｅｐｉｔａｘｙ

利用ＥＩＫＯＲＦＭＢＥ系统配备的椭偏光谱仪

测量基于ＧａＮ薄膜生长过程中在线原位ＳＥ数据。

在有效界面近似条件下，通过选用适当模型采用

ＦａｓｔＤｙｎ数据处理运算程序进行数据拟合，获得了

ＭＢＥ生长ＧａＮ薄膜的基本光学常数谱。基于蓝宝

石常规和邻晶面衬底 ＭＢＥ生长 ＧａＮ薄膜原位椭

偏光谱实验数据，用色散基本理论，分析外延层中应

变能释放过程。图１为常规蓝宝石衬底生长１号样

品生长过程原位ＳＥ〈ε１〉图谱，图２为邻晶面蓝宝石

衬底生长过程原位ＳＥ〈ε１〉图谱。原位ＳＥ〈ε１〉图谱

显示的是所生长样品复介电函数的实部〈ε１〉随生长

时间的进化过程，从蓝宝石衬底氮化开始，〈ε１〉逐渐

上升，见图中标识Ａ。大约生长几个单原子层后达

到峰值，然后〈ε１〉开始下降，表明 ＧａＮ缓冲层以层

状和岛状混合模式即ＳＫ模式开始生长。氮化物

薄膜与蓝宝石衬底的晶格常数失配，在外延缓冲层

９７３
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中积累应变能。当应变能释放时，在沉积物与界面

处的高能量激发岛形成。〈ε１〉的下降标志着外延

ＧａＮ缓冲层在氮化的蓝宝石衬底上出现第一次应

变能释放过程。在这个ＳＫ模式生长阶段，所形成

的岛尺度约几十个纳米；此时ＳＥ光谱的变化与缓

冲层的厚度及粗糙度相关，较长的探测光波长达到

峰值较晚。如图中７００ｎｍ和４５０ｎｍ的探测光ε１

出现峰值比３７０ｎｍ的探测光的峰值滞后。随着缓

冲层的厚度增加和迁移增强外延（ＭＥＥ）技术的应

用缓冲层表面趋于光滑，ＳＥ谱急剧上升直到出现峰

值，见图中Ｂ处；然后趋于平缓下降，缓冲层生长

结束。

图２ 邻位蓝宝石衬底 ＭＢＥＧａＮ薄膜生长过程的

ＳＥ〈ε１〉图谱

Ｆｉｇ．２ Ｉｎｓｉｔｕｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｉｃｅｌｌｉｐｓｏｍｅｔｒｙ （ＳＥ）〈ε１〉ｏｆ

ＧａＮｅｐｉｔａｘｉａｌｌａｙｅｒｇｒｏｗｎｏｎｖｉｃｉｎａｌｓａｐｐｈｉｒｅ

　　ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｂｙｍｏｌｅｃｕｌａｒｂｅａｍｅｐｉｔａｘｙ

在缓冲层升温至７５０℃附近，〈ε１〉急剧下降，如

图中Ｃ处，这表明外延层出现第二次应变能释放过

程。随后７００，４５０和３７０ｎｍ的３种探测波长的ＳＥ

光谱中〈ε１〉急剧上升表明ＧａＮ外延层开始生长，见

图中Ｄ处。在Ｄ之后，〈ε１〉随着ＧａＮ外延层厚度的

增加导致干涉效应波长为７００和４５０ｎｍ的探测光

随时间出现周期性振荡。而３７０ｎｍ波长探测光由

于ＧａＮ外延层的带边吸收，使得３７０ｎｍ波长的探

测光在生长约６０ｍｉｎ后，外延层厚度生长到约

３５０ｎｍ时趋于平缓。对比分析两种衬底生长ＧａＮ

薄膜的原位ＳＥ光谱的变化规律，发现两种衬底在

氮化和缓冲层生长时都出现应变能释放弛豫过程；

但两种衬底的两次应变能释放程度显著不同，尤其

是第二次应变能释放时。常规蓝宝石衬底在缓冲层

升温时不仅３７０ｎｍ探测光的〈ε１〉谱线未出现而且

７００，４５０ｎｍ探测波长的〈ε１〉谱线同步对应下降，其

下降斜率远小于邻晶面衬底相应过程〈ε１〉谱线下降

的斜率，见图中标示Ｃ处。这可能就是常规蓝宝石

衬底 ＭＢＥ外延生长ＧａＮ薄膜出现较高位错密度

的机制［９，１０］。应变能释放不完全，使线位错缺陷弯

曲，应变能的积累，出现岛状生长。结果导致外延层

形成丘状螺旋结构，引起表面粗糙［１１，１２］。这一推测

可以从随后的外延层生长过程的ＳＥ图谱得到证

实。由图中〈ε１〉谱可见，从标示Ｄ开始邻晶面衬底

外延层生长出现均匀光滑的因厚度变化引起的干涉

峰谷谱线。而常规衬底的７００，４５０ｎｍ干涉峰谷明

显不对称和不均匀，薄膜的光学质量较差。

通过原位真实时间ＳＥ图谱分析发现，在ＧａＮ

薄膜外延生长过程中，出现两次应变能释放的过程。

第一次出现在缓冲层生长过程中，第二次出现在缓

冲层升温过程中。由于ＧａＮ与蓝宝石衬底的晶格

失配，自组织的微晶结构通过倾斜或旋转变向释放

应变能量。在缓冲层的生长过程中，这些不同方向

的微晶结合导致出现位错。在缓冲层升温过程中，

表面原子迁移和蒸发使线位错缺陷弯曲或消失，出

现第二次应变能释放过程，这一过程对于减少线位

错至关重要［１３］。比较两种衬底上外延生长ＧａＮ薄

膜的ＳＥ图谱，可以认为常规蓝宝石衬底 ＭＢＥ外延

生长ＧａＮ薄膜中较高的螺旋位错密度是在缓冲层

应变能释放过程中产生的。采用邻晶面衬底可实现

台阶流动模式ＳＫ生长ＧａＮ薄膜，从而有效抑制螺

旋位错的形成。

３　结　　论

通过原位真实时间ＳＥ光谱研究发现，在缓冲

层的生长过程中，自组织的微晶结构通过旋转变向

释放应变能量，导致不同方向的微晶结合出现位错。

在缓冲层升温过程中，表面原子迁移和蒸发可使线

位错缺陷弯曲或消失，这一过程对于减少线位错至

关重要。研究结果进一步证实了采用衬底偏晶向法

形成单原子高度台阶的邻晶面，可以抑制螺旋位错

的产生，改善 ＭＢＥ生长ＧａＮ薄膜的表面质量。因

此，在ＧａＮ薄膜外延生长过程中，控制生长高质量

的缓冲层是减少位错密度、制备高质量薄膜的关键。

致谢　日本千叶大学光电子学ＶＢＬ实验室吉川明

彦教授提供了实验条件，特此感谢。

参 考 文 献
１Ｍ．Ｈ．Ｘｉｅ，Ｌ．Ｘ．Ｚｈｅｎｇ，Ｓ．Ｈ．Ｃｈｅｕｎｇ犲狋犪犾．．Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎｏｆ

ｔｈｒｅａｄｉｎｇｄｅｆｅｃｔｓｉｎＧａＮｇｒｏｗｎｏｎｖｉｃｉｎａｌＳｉＣ．０００１ｂｙｍｏｌｅｃｕｌａｒ

ｂｅａｍｅｐｉｔａｘｙ［Ｊ］．犃狆狆犾．犘犺狔狊．犔犲狋狋．，２０００，７７（８）：１１０５～１１０７

２ＺｈｉｂｉａｏＺｈａｏ，ＭｉｎｇＱｉ，ＡｉｚｈｅｎＬｉ．Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｆｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ

０８３



专刊 苑进社等：　蓝宝石衬底分子束外延生长ＧａＮ薄膜的原位椭偏光谱分析

ｄｅｎｓｉｔｙｏｆＧａＮ ｗｉｔｈｓｉｎｇｌｅａｎｄｄｏｕｂｌｅｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｇｒｏｗｎｏｎ

ｓａｐｐｈｉｒｅ（０００１）ｂｙ ＲＦｐｌａｓｍａａｓｓｉｓｔｅｄ ＭＢＥ［Ｊ］．犕犪狋犲狉犻犪犾狊

犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，２００２，犅９５：３０８～３１３

３Ｈ．Ｈｅｉｎｋｅ，Ｖ．Ｋｉｒｃｈｎｅｒ，Ｓ．Ｅｉｎｆｅｌｄｔ犲狋犪犾．．Ａｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｈｅ

ｄｅｆｅｃｔｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｅｐｉｔａｘｉａｌＧａＮ ［Ｊ］．犘犺狔狊．犛狋犪狋．犛狅犾．（犪），

１９９９，１７６：３９１～３９５

４Ｂ．Ｈｅｙｉｎｇ，Ｅ．Ｊ．Ｔａｒｓａ，Ｃ．Ｒ．Ｅｌｓａｓｓ犲狋犪犾．．Ｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎ

ｍｅｄｉａｔｅｄｓｕｒｆａｃｅｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙｏｆＧａＮ ［Ｊ］．犑．犃狆狆犾．犘犺狔狊．，

１９９９，８５（９）：６４７０～６４７６

５Ｋ．Ｊｅｇａｎａｔｈａｎ，Ｍ．Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｈ．Ｏｋｕｍｕｒａ．Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎｏｆｄｉｓｌｏｃａｔｉｏｎｓ

ｉｎ ＧａＮ ｅｐｉｌａｙｅｒｓ ｕｓｉｎｇ ｔｅｍｐｌａｔｅｄ ｔｈｒｅｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ ｃｏｈｅｒｅｎｔ

ｎａｎｏｉｓｌａｎｄｓ［Ｊ］．犃狆狆犾．犘犺狔狊．犔犲狋狋．，２００５，８６：１９１９０８

６Ｘ． Ｑ． Ｓｈｅｎ， Ｍ． Ｓｈｉｍｉｚｕ， Ｔ． Ｙａｍａｍｏｔｏ 犲狋 犪犾．．

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎｓ ｏｆ ＧａＮ ｆｉｌｍｓ ａｎｄ ＧａＮ／ＡｌＮ ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｇｒｏｗｎｏｎｖｉｃｉｎａｌｓａｐｐｈｉｒｅ（０００１）ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｂｙＲＦ

ＭＢＥ［Ｊ］．犑．犆狉狔狊狋犪犾犌狉狅狑狋犺，２００５，２７８：３７８～３８２

７Ｍ．Ｙ．Ｍａｎｄｙ，Ｌｅｕｎｇ，ＡｌｅｋｓａｎｄｒａＢ．Ｄｊｕｒｉｓｉｃ犲狋犪犾．．Ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ

ｉｎｄｅｘｏｆＩｎＧａＮ／ＧａＮｑｕａｎｔｕｍｗｅｌｌ［Ｊ］．犑．犃狆狆犾．犘犺狔狊．，１９９８，

８４（１１）：６３１２～６３１６

８Ｓｈｅｎ Ｘｕｅｃｈｕ．ＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＳｐｅｃｔｒａａｎｄ ＯｐｔｉｃａｌＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓ

［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＳｃｉｅｎｃｅＰｒｅｓｓ，２００２．１３～３８

　 沈学础．半导体光谱和光学性质［Ｍ］．北京：科学出版社，２００２．

１３～３８

９Ｇ．Ｙｕ，Ｇ．Ｗａｎｇ，Ｈ．Ｉｓｈｉｋａｗａ犲狋犪犾．．Ｏｐｔｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆ

ｗｕｒｔｚｉｔｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ＧａＮ ｏｎ ｓａｐｐｈｉｒｅ ａｒｏｕｎｄ ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ

ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｅｄｇｅ（０．７８～４．７７ｅＶ）ｂｙｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｉｃｅｌｌｉｐｓｏｍｅｔｒｙ

ａｎｄｔｈｅｏｐｔｉｃａｌｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．犃狆狆犾．犘犺狔狊．犔犲狋狋．，

１９９７，７０（２４）：３２０９～３２１１

１０Ｎ．Ａ．Ｓａｎｆｏｒｄ，Ｌ．Ｈ．Ｒｏｂｉｎｓ，Ａ．Ｖ．Ｄａｖｙｄｏｖ犲狋犪犾．．

ＲｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘｓｔｕｄｙｏｆＡｌ狓Ｇａ１狓Ｎｆｉｌｍｓｇｒｏｗｎｏｎｓａｐｐｉｒｅ

ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ［Ｊ］．犑．犃狆狆犾．犘犺狔狊．，２００３，９４（５）：２９８０～２９９１

１１ＰａｎＹｏｎｇｑｉａｎｇ，ＷｕＺｈｅｎｓｅｎ，ＨａｎｇＬｉｎｇｘｉａ．Ｏｐｔｉｃａｌｔｈｉｎｆｉｌｍｓ

ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ ｃｒｏｓｓｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ａｎｄ ｌｉｇｈｔ

ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ［Ｊ］．犆犺犻狀犲狊犲犑．犔犪狊犲狉狊，２００８，３５（６）：９１６～９２０

　 潘永强，吴振森，杭凌侠．光学薄膜界面粗糙度互相关特性与光

散射［Ｊ］．中国激光，２００８，３５（６）：９１６～９２０

１２ＷａｎｇＺｈｅｎｈｕａ，ＷｕＹｏｎｇｇａｎｇ，ＳａｎｇＴｉａｎ犲狋犪犾．．Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ

ｓｐｅｃｔｒａｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｇｕｉｄｅｄｍｏｄｅｒｅｓｏｎａｎｃｅｆｉｌｔｅｒｓｗｉｔｈｂｕｆｆｅｒ

ｌａｙｅｒ［Ｊ］．犃犮狋犪犗狆狋犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００８，２８（７）：１４２５～１４２８

　 王振华，吴永刚，桑　田 等．带缓冲层的导模共振滤光片反射光

谱特性［Ｊ］．光学学报，２００８，２８（７）：１４２５～１４２８

１３Ｋ．Ｘｕ，Ｎ．Ｙａｎｏ，Ａ．Ｗ．Ｊｉａ犲狋犪犾．．Ｉｎｓｉｔｕｒｅａｌｔｉｍｅａｎａｌｙｓｉｓｏｎ

ｓｔｒａｉｎｒｅｌａｘａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｉｎＧａＮｇｒｏｗｔｈｏｎｓａｐｐｈｉｒｅｂｙＲＦＭＢＥ

［Ｊ］．犑．犆狉狔狊狋犪犾犌狉狅狑狋犺，２００２，２３７２３９：９９８～１００２

１８３


